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 چکیده

بر  نمونه ميليارد 2.8حدود  برداري نمونه قابليت با و بيت 8 دقت با پرسرعت، بسيار آنالوگ به ديجيتال مبدل يک مقاله اين در

 مقاومتي، ولتاژ تقسيم مبدل قبيل از آنالوگ به ديجيتال مبدل مشهور ساختارهاي ابتدا در. شود مي سازي شبيه و طراحي ثانيه

 ترمومتر، آنالوگ به ديجيتال مبدل باينري، مبدل جريان، هدايت بر مبتني آنالوگ به ديجيتال مبدلهاي خازني، ولتاژ مبدل تقسيم

 نردبان و ترمومتر‐باينري شده تفکيک R-2R هايساختار نظر مورد سرعت به رسيدن براي ادامه در. گردند مي ساختار معرفي

 خط ساختارهاي. شود مي سازي پياده و انتخاب مکفي دلايل ذکر با آنها بهترين و گرفته قرار ارزيابي مورد مقاومتي مختلفي

. گيرد مي ارقر بررسي مورد آنها معايب و مزايا و شده معرفي انتخاب اين حين در مشهور ساختارهاي ساير دوکاناله و توليد،

 تحليل و تجزيه مورد تفصيل به دارند اي کننده تعيين نقش مقاوتي نردبان ساختار در که جريان منابع نيز مقاومتها و تطابق عدم

توسط نرم افزار ميکرون 0.35در پروسه  TSMCکمپاني  CMOSمدل  از استفاده با ها سازي شبيه. گيرند مي قرار

HSPICE سازي شبيه نتايج. است شده لحاظ سازيها شبيه کليه در دما اثر و ها گوشه در اهمخوانيهان تاثير. انجام شده است 

نويز  به نسبت سيگنال ، با2.8سرعت حدود  با بيت 8 آنالوگ به ديجيتال مبدل قبول قابل عملکرد بيانگرLayout از  پس

 مي ولت3. 3 تغذيه ولتاژ وات با ميلي218 حداکثر مصرفي توان بل و دسي 63 حدود در  SFDRو مقدار  بل دسي 49.4

 شده طراحي آنالوگ به ديجيتال مبدل مشخصات. باشد مي مربع متر ميلي 0.54 حدودا شده طراحي تراشه موثر مساحت. باشد

 . گردد مي ارايه آن چشمگير تفاوت و گرفته قرار بحث مورد قبلي مشابه کارهاي با مقايسه در

 

 تفکیک شده، دینامیکی بدون خطا DACهدایت جریان،  DAC نالوگ، کدترمومتر،مبدل دیجیتال، آهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 دو بین ارتباطایجاد  برای که هستند ای واسطه مدارهای دیجیتال، به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال مبدل 1داده مبدلهای

 می بلندگو استفاده یا میکروفن در صوتی دیلتب برای تنها نهمبدل های داده . شوند می استفاده دیجیتال و آنالوگ محدوده

 2دیجیتال سیگنال پردازشگرهای یا کامپیوتر در اطلاعات انتقال در نمایش، صفحه یا دوربین در تبدیلات صوتی در بلکه شوند،

 :دهد می نشان ساده شمایی در را آنالوگ و دیجیتال دنیای بین ارتباط 1شکل . دارند کاربرد نیز

 
 DACو   ADCبین  : ارتباط1 شکل

مبدل های دیجیتال به آنالوگ بخش مهمی . امروزه نیاز به مبدل های داده در تمامی جنبه های زندگی بر کسی پوشیده نیست

ا قبل از  دو دهه گذشته ت. دارد 4و تصویری 3باشند که کاربردهای فراوانی در اغلب مدارات صوتی از این مبدل ها می

بینی می شد که نیاز به مدارهای آنالوگ از بین خواهد رفت در صورتی که اکنون در طراحی مبدل های دیجیتال به  پیش

های  باشد و همچنین در اکثر بلوک آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال قسمت مهم این مدارات فیلترهای عدم تداخل و بازسازی می

اصولا طراحی و . خورد های آنالوگ جهت بهینه کردن پارامترهای آنها به چشم می ن مبدل ها، قسمتمدارات مربوط به ای

. باشد های دیجیتال دارای روش های سیستماتیک می شود بر عکس طراحی مدار تست مدارات آنالوگ یک هنر تلقی می

ک روز و حتی یک ماه دارد که البته به نوع مدار و گذشته از این تست این مدارهای آنالوگ معمولا نیاز به زمان های بیش از ی

در این تحقیق برای تست پارامترهای دینامیکی مبدل نیاز به طراحی یک مبدل ایده آل . مشخصات الکتریکی مدار بستگی دارد

 به نیاز نند،ک می ایفا مهمی نقش پرسرعت ارتباطات در داده مبدل مدارهای اینکه به توجه با. آنالوگ به دیجیتال نیز بود

 پیاده و طراحی هدف، نامه پایان این در. است پراهمیت بسیار کافی دقت حفظ درحین های بالاسرعت در ها مبدل این طراحی

 آنالوگ به دیجیتال مبدل یک سازی

 . باشد می بیت 8 دقت با ثانیه، در نمونه میلیارد 2.8برداری حدود نمونه قابلیت با پرسرعت بسیار 

 ارهای گذشتهمروری بر ک

  طراحی یکDAC 6 بیتی با سرعت نمونه برداریGS/s 1. 25  برایWPAN 

 DACبرای طراحی   2+4برای رسیدن به مصرف توان کم و یک مساحت قالب کوچک از ساختار هدایت جریان تفکیک شده 

در  DACعملکرد دینامیکی و منابع جریان کسکود شده برای بهبود  6 فرعی -اصلی 5 یک مدار حذف گلیچ. استفاده می شود

دسی بل در سیگنال  SFDR ،49.4دارای . میکرون اجرا شده است CMOS 0.18آن به کار رفته است و در تکنولوژی 

با  GS/s 1.25اولیه برای سیگنال خروجی سینوسی نایکوئیست در نرخ نمونه برداری  DAC. می باشد MHz 551خروجی 

و دیگران  )جونگمی باشد  2mm 0.0576مساحت فعال تراشه . لی وات مصرف می کندمی 6ولت مقدار توان  1.8منبع ولتاژ 

2008)5 . 

  

  

                                                           
1-Data Converter 

2-Digital Signal Processor - DSP 

3-audio 

4-video 

1-Jung et al [41] 

2-Jung et al [43] 
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  طراحی یکDAC  بیت و سرعت  6با دقتGS/s 2. 704  برای فرستنده گیرنده هایDS-CDMA UWB 

DAC  برای . است برای فرکانس های نمونه برداری بالا طراحی شده 4+2پیشنهاد شده با ساختار هدایت جریان تفکیک شده

 LSBاندازه گیری شده  INL. گلیچ های کوچک، مدار حذف گلیچ بهینه شده برای انتخاب منابع جریان بکار رفته است

 CMOSمیکرون  0.13در تکنولوژی  DAC. ثبت شده است -LSB 0.005بدست آمده در این طراحی  DNLو   -0.081

اصلی برای سیگنال خروجی سینوسی  DAC. نشان می دهد MHz 300دسی بل در فرکانس سیگنال  41را SFDR مقدار 

  2mm 0.76مساحت فعال تراشه . میلی وات مصرف می کند 28مقدار توان  GS/s 2.704نایکوئیست در نرخ نمونه برداری 

    .2 (2006و دیگران  )جونگمی باشد

 DAC  بیتی با سرعت نمونه برداری   10هدایت جریانMS/s 100 میکرون تکنولوژی  0.35 در پروسهCMOS 

بیتی در  DAC 10. با ساختار تفکیک شده برای کاهش پیچیدگی مدار و مساحت ماتریس اجرا شده است DACاین 

بیت پرارزش و یکی آرایه وزن دار باینری برای  6در دو بلوک، یکی ماتریس سلولی یکانی )یکی یکی( برای  CMOSتکنولوژی 

برای حذف تجمع خطا در سلول های جریان، . میکرون طراحی شده است 0.35 در یک پروسهخت بیت کم ارزش، برای سا 4

برای تضمین عملکرد سرعت بالا، یک . بیت پرارزش بکار رفته است 6یک دنباله سوئیچ متقارن در ماتریس سلول یکانی برای 

شبیه سازی ها نشان می دهد که حداکثر مصرف . است مدار رمزگشا با یک طبقه لچ و یک منبع جریان کسکود ایجاد شده

 . 6 (2009)کوی و دیگران می باشد mW74برابر  MHz 100بیتی با فرکانس نمونه برداری DAC 10توان 

  طراحیDAC  بیتی با طرح سوئیچینگ اغماض کننده ی خطای شیب دو بعدی 12هدایت جریان 

این طراحی بر اساس ساختار . ساخنه می شود CMOSمیکرون  0.18بیت در تکنولوژی  12با دقت ذاتی  DAC یک 

عنصر قرار  16با تقسیم یک بیت پرارزش منبع جریان به . است و نیازی به کالیبراسیون ندارد 6+6تفکیک شده هدایت جریان 

. ی شوندبطور موثری میانگین گیری و حذف م 2ناحیه جدا از آرایه، خطاهای شیب خطی و خطاهای مرتبه  16گرفته در 

DNL 7  وINL8 اندازه گیری شده به ترتیبLSB 0.42  وLSB  0.39  و . می باشد SFDR  بدست آمده در سیگنال

در  DACبیت سرعت این  12برای دقت . دسی بل است 73.3برابر  MHz100 با فرکانس کلاک  MHz 520خروجی 

و دیگران  )هائودکار می کن 2mm 0.28ب هسته ولت و مساحت قال1.8تراشه با منبع ولتاژ تک . است MS/s 100حدود 

2010) 7 . 

  DAC بیت و سرعت  10وزن دار باینری با دقت  9هدایت جریانMS/s250 

تفکیک داده شاید برای بهبود رفتار دینامیکی . اثر تفکیک را روی مبدل های دیجیتال به آنالوگ هدایت جریان مطالعه می کند

 DACتراشه ارائه شده، یک . بر دارد یک روش برای کاهش درجه تفکیک داده شده استمبدل بکار رود ولی هزینه ای در 

به DC برای  MS/s 250دسی بل در سرعت  60بزرگتر از  SFDRبیتی وزن دار باینری که دارای  10هدایت جریان 

بیت وزن دار  1و  بیت یکی یکی 9در حد  MS/s 250و سرعت   MHz 62.5در فرکانس سیگنال . نایکوئیست است،می باشد

دسی بل بدست می آید که نشان می دهد ماهیت باینری مبدل،  60مقدار  SFDRدر این سنجش . باینری بکار می گیریم

SFDR ولتی بعلاوه جریان های بار دریافت می کند 1.8و 1.5میلی وات از دو تغذیه  4این تراشه . را محدود نمی کند .

  CMOSدر پروسه   V 1.8 میکرون 0.18فلز -5-پلی-1ک استاندارد در ی 2mm 0.35مساحت مؤثر کمتر از 

 . 8 (2006)دویوجل و دیگران هستند LSB 0.1کمتر از  DNLو  INL. می باشد

 DAC  بیتی سرعت بالا 11هدایت جریان 

شدن  با آنالیز فاکتورهایی که باعث خراب. هدایت جریان برای سیستم های تصویری دیجیتال ارائه شده است DACیک 

هدایت جریان می شوند، این مقاله ثابت می کند که عملکرد درایور سوئیچ جریان و کارکتر فرکانس  DACعملکرد دینامیکی 

                                                           
1-Cui et al[47] 

1-Hao et al[42] 

2-Deveugele et al[44] 
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در مشاهده ای از این مقاله ،یک . می باشند SFDRامپدانس خروجی منابع جریان ، مهمترین محدودیت ها برای بهبود 

د شده است که وابسته به نکات کلیدی طراحی نقطه تقاطع پایین و همزمان شده سوئیچ جریان جدید درایو کننده مدار پیشنها

،یک امپدانس خروجی بالای منبع جریان با عملکرد  DAC چنانچه برای بهبود بیشتر عملکرد دینامیکی. با کلاک می باشد

جبران کننده مرجع ولتاژ  یک انحنای درجه دو. مورد استفاده قرار می گیرد DACفرکانسی خوب برای تکمیل ابزارهای 

 . شکاف باند براستی برای بایاس منبع جریان، ما را از بابت پایداری دمایی مطمئن می سازد

می MHz 200در نرخ نمونه برداری  MHz 80و  MHz 20 ،MHz 40 ،MHz 60هنگامی که فرکانس خروجی تمام رنج 

 . 9 (2012و دیگران  )لوبترتیب بدست می آید DAC ،db 75.3،db 70.3 ،db 2. 62 ،db 7.60برای  SFDRباشد، 

 :ملاحظات طراحی بخش آنالوگ 

 برای طراحی بخش آنالوگ باید نکاتی را در نظر گرفت:

ترانزیستورهای منابع جریان و ترانزیستورهای سوییچ ورودی باید به گونه ای انتخاب شوند که هر دو ترانزیستور منبع  -

 . باشند 10جریان در ناحیه فعال

نیز باید به گونه ای انتخاب شوند که در هر لحظه یکی از ترانزیستورهای  Lowو  Highویینگ ورودی و ولتاژهای س -

 . ورودی در ناحیه فعال و دیگری در قطع باشد

هر چه سوییچ های ورودی کوچکتر باشند ولتاژ دیجیتال از طریق خازن های کوچکتری به نود خروجی منتقل می شود و  -

 . 2( 2002)اندرسون . کاهش می یابد Through eedF Clockاثر 

( و اعظم جریان را می کشد، به ناحیه VHigh( مطلوب است سوییچی که ولتاژ گیت آن افزایش می یابد) 2مطابق شکل )

و طرف دیگر  Highوقتی یک طرف . ( در گیت خود قطع شودVLowفعال برود و سوییچ دیگر با دیدن ولتاژ کوچکتر )

Low ،مقدار ولتاژ نود  باشدX توسط ولتاژ High صادق  1بنابراین برای قطع بودن طرف بازنده باید رابطه . تعیین می شود

 باشد:

 
(1)                 

 

 . مقدار ولتاژ اوردرایوری است که با عبور کل جریان از یک سوییچ ایجاد می شود SW(V∆)که 

ها را به یک طرف هدایت می کنند، و ولتاژ خروجی حداقل می شود، باید در بدترین حالت که تمام منابع جریان جریان 

 . صادق باشد2بنابراین باید رابطه . ترانزیستورهای ورودی در ناحیه اکتیو باشند

 
 

(2)           

 

       

                                                           
1-Luo et al[45] 

1-Saturate 

2-Andersson[18] 
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 . رعایت شود3ط رابطه بنابراین باید شر. دار باید هر دو ترانزیستور منبع جریان در ناحیه اکتیو باشندبرای عملکرد صحیح م

 

(3)     

 

اهم برای هر طرف مقدار ولتاژ  50با فرض مقاومت بار . انجام شده است 800Mvطراحی برای سویینگ دیفرانسیلی حدود 

LSB  125 .3بیت حدود  8برایMv میکروآمپر بدست می آید 25. 31بنابراین جریان واحد حدودا برابر . بدست می آید .

 
 ذکر شده مقادیر زیر برای منبع جریان و سوییچ های دیفرانسیلی انتخاب می شوند:با توجه به روابط 

 
 . کمتری روی نود خروجی دارد Clock Feed Throughسایز سوییچ های ورودی هر چه کوچکتر باشد اثر 

 برای منابع جریان داریم:

 
 مدار روابط زیر برقرار است:برای عناصر این . نمایش داده شده است2مدار بایاس منابع جریان در شکل

 

 
 انیجر منبع و اسیبا مدار :2 شکل

برای بررسی اثر خطای طول و عرض ترانزیستور و تغییرات ولتاژ آستانه بر تطابق جریان ها در آینه جریان، می توان از مدل 

 . استفاده کرد 3شکل 
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 آستانه ولتاژ یخطا و پروسه یخطا یمدلساز :3 شکل

 برای دو طرف عبارت است از:رابطه جریان 

(4)     

(5) 

سورس هر دو طرف تقریبا مشابه بوده و بنابراین می توان فرض  –با کاسکود در نظر گرفتن منابع جریان تغییرات ولتاژ درین 

. ds=Vds2=Vds1Vکرد، 

 
، IEییرات منبع جریان است را که بیانگر نسبت تغ ∆0I/I، اگر 0Iبا ظاهر شدن ترم جریان مشترک دو شاخه و نامگذاری آن به 

W/W∆  که معرف نسبت خطای سایز ترانزیستور است راWE ،L/L∆  که بیانگر خطای پروسه در ساخت عرض ترانزیستور

)دیووجل و دیگران  بدست می آید 6بنامیم، آنگاه رابطه  VTEیعنی نسبت تغییرات ولتاژ آستانه را  ∆VT/VTو  LEاست را 

2004)11 . 

(6)   

 

(7) 

 

 

 ( بدست می 9-3با صرف نظر کردن از مجذورات خطاها به دلیل کوچک بودن، با تقریب خوبی رابطه )

 . ( بدست می آید8با صرف نظر کردن از مجذورات خطاها به دلیل کوچک بودن، با تقریب خوبی رابطه )
 

                                                           
1-Deveugele et al [21] 
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(8) 

 

 . بدست می آید 10-3ت صفر رابطه به سم VTIEو  LIE ،WIEو میل دادن خطاهای  1Iبا فرض مرجع بودن جریان 

 

 

(9 ) 

 

 

 

 

تاثیر . می توان تاثیر مستقیم سایز ترانزیستورهای آینه جریان را بر خطای نسبی جریان ها مشاهده کرد 9با توجه به رابطه 

با افزایش  .سورس بر ناهمخوانی منابع در ترم دوم مشاهده می شود –خطای ولتاژ آستانه در ترم اول و تاثیر مقدار ولتاژ درین 

L از طرفی خطای جریان ناشی از . ترم اول افزایش یافته و ترم دوم کاهش می یابد، که اثر کاهشی ترم دوم غالب است

های  Wخطای جریان ممکن است ناشی از خطای پروسه در ساختن . افزایش می یابد Lتغییرات ولتاژ آستانه با افزایش 

اثر  Lبنابراین با کاهش مقدار . افزایش می یابد Lول مشاهده شده و با افزایش مقدار این اثر نیز تنها در ترم ا. یکسان باشد

ناهمخوانی منابع جریان ناشی از خطای پروسه ساخت و تغییرات ولتاژ آستانه تضعیف می شود ولی در کل تطابق منابع جریان 

 . 12(2005)اندرسون کاهش می یابد

 تحلیل مونت کارلو

میلی ولت کم و زیاد کرد و اثر  10زیستورهای منبع جریان تا نو می توان مقدار ولتاژ آستانه را برای ترابرای تحلیل مونت کارل

برای تک تک ترانزیستورها در  Vtn به دلیل مشکل بودن تغییر. خروجی مشاهده کرد FFTآن را بر مقدار جریان و در نهایت 

توزیع مونت کارلو روی . یز ترانزیستورهای منبع جریان ایجاد شده استمدل مورد استفاده، این تغییرات با توزیع  خطا روی سا

مقدار . بر مبنای تابع توزیع احتمال گوسین صورت گرفته است Randomتک تک سایزها با انتخاب پنج مقدار به صورت 

  .درصد مقدار واقعی دچار خطا شوند 10سیگما در این توزیع به گونه ای تعیین شده که جریان ها تا 

 
 مگاهرتز 4375/23 فرکانس با شده زهیتالیجید ینوسیس یورود به پاسخ در مبدل یخروج موج شکل شینما:4 شکل

برای وضوح روی . در یک دستگاه نمایش داده شده است 4انتخاب اتفاقی در شکل  5نتیجه خروجی مبدل در پاسخ به این 

با توجه به اینکه مقدار جریان های . ه تصویر کشیده شده استب 4قسمتی از نمودار عمل بزرگنمایی انجام شده و در شکل 

                                                           
1-Andersson[11] 
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میکروآمپر را  525و  475میکروآمپر است، توزیع مونت کارلو پنج مقدار اتفاقی در رنج  500منابع جریان در این طراحی برابر 

ت مختلف دستخوش حال 5برای  SNRپرواضح است که فاکتور  4با توجه به شکل . برای هر منبع جریان انتخاب می کند

درصد خطای منابع جریان انجام شده و  10درصد خطا و بار دیگر با  5به همین منظور یکبار شبیه سازی با . تغییر خواهد شد

حالت اندازه گیری شده و نتایج آن به صورت خلاصه در  5نمونه برای هر توزیع و هر بار برای  128با نمونه گیری  SNRمقدار 

 . تجدول ارایه شده اس

 
 نیگوس عیتوز با یاتفاق نمونه 5 به پاسخ در مبدل یساز هیشب: 5 شکل

 
 کارلو مونت لیتحل در مختلف یها انتخاب یبرا SNR ریمقاد: 1جدول

کاهش می  بیت 2/7درصد خطای منبع جریان، تعداد بیت های موثر به  10مشاهده می شود که برای بدترین انتخاب در حالت 

بنابراین می توان . یابد که این مقدار با توجه به انتخاب بسیار سخت گیرانه در خطای منبع جریان، قابل قبول به نظر می رسد

درصد خطا در هر جهتی اتفاق بیفتد، تعداد بیت های موثر می  10نتیجه گرفت که اگر به هر دلیلی بین منابع جریان تا سقف 

 . یابد بیت کاهش 2/7تواند تا 

 7/11فرکانس ورودی از . گیگاهرتز است 5/2بیانگر جمع آوری کلیه شبیه سازی ها در فرکانس نمونه برداری  2جدول 

و توان مصرفی در این فرکانس ها اندازه  SNR ،SFDRشده و مقادیر  Sweepمگاهرتز تا نرخ نایکوییست  در چهار سطح 

 . نمایش داده شده است 1گیری شده و در جدول 

 مختلف یها فرکانس در یمصرف توان و SNR،SFDR ریمقاد یریگ اندازه: 2جدول

 
Fclk                 فرکانس ورودی:       SNR    نسبت سیگنال به نویز:           SFDR:    دینامیکی بدون خطارنج  

Ivdd-Anlg         جریان تغذیه آنالوگ:Ivdd-digجریان تغذیه دیجیتال:         pow-Consتوان مصرفی: 
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 Db 4 .49در فرکانس های پایین به حداکثر مقدار خود یعنی  SNRمشاهده می شود، مقدار  1-5همانگونه که در جدول 

جریان متوسطی که از تغذیه . می باشد 4Db .44حداقل مقدار آن در حوالی نرخ نایکوییست بدست می آید و برابر . می رسد

علت این امر دیفرانسیلی بودن بخش آنالوگ و هدایت جریان ثابت . در همه فرکانس ها ثابت است شود تقریباآنالوگ کشیده می

جریان متوسطی که از تغذیه دیجیتال کشیده می شود، در فرکانس های بالاتر افزایش می یابد که . در مسیرهای مختلف است

تنها اختلاف بین فرکانس های . قابل پیش بینی است این مساله با توجه به رابطه مستقیم توان مصرفی دیجیتال با فرکانس

یک کاناله استفاده می شد، انتظار می رفت در نرخ نایکوییست  DACاگر  . شودیست مشاهده میئمگاهرتز و نایکو 620

ک زیرا در این فرکانس تمامی خروجی های دیجیتال با هم صفر و ی. بیشترین توان را نسبت به سایر فرکانس ها مصرف کند

دو کاناله چون داده به  DACدر صورتی که در . می شوند و بیشترین نرخ تغییرات دیجیتال در همین فرکانس اتفاق می افتد

بنابراین . صورت یک در میان بین کانال ها سوییچ می شود، هر کانال حداکثر تغییرات را در نرخ نایکوییست درخود نمی بیند

 . را در نرخ نایکوییست داشت مصرفینمی توان انتظار حداکثر توان 

 منحنی های مقایسه پارامترهای کار انجام شده با کارهای قبلی:

 
 

کارهای انجام 

 شده

1 

 )هگانگ و دیگران(
2015[1] 

2 

و دیگران( )دویوجل  

2004[21] 

3 

 )وندن بوش و دیگران(
2001[17] 

4 
 )رینولدز(

1994[23] 

5 

(This Work) 

2017 

 1. 8 5 110 1540 218 (mw)توان 

منحنی مقایسه توان مدار کار انجام شده با کارهای قبلی 6شکل   

 
 

 

                                                           
1- Hegang et al [1] 

2- Deveugele et al [21] 

3- Van den Bosch et al 17] 

4- Reynolds [23] 

(Mw) 

(Bit) 
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کارهای انجام 

 شده

1 

 )هگانگ و دیگران(
2015[1] 

2 

 )دویوجل و دیگران(
2004[21] 

3 

 )وندن بوش و دیگران(
2001[17] 

4 
 )رینولدز(

1994[23] 

5 

(This Work) 

2017 

 8 8 10 6 14 تعداد بیت

 

یمقایسه تعداد بیت مبدل کارانجام شده با کارهای قبل منحنی 7شکل   

 
 

 

کارهای انجام 

 شده

1 

 )هگانگ و دیگران(
2015[1] 

2 

 )دویوجل و دیگران(
2004[21] 

3 

 )وندن بوش و دیگران(
2001[17] 

4 
 )رینولدز(

1994[23] 

5 

(This Work) 

2017 

 2 3 1 2 1 تعداد کانال

 

کانال مبدل کارانجام شده با کارهای قبلیمنحنی مقایسه تعداد  8 شکل  

 
 

                                                           
1- Hegang et al [1] 

2- Deveugele et al [21] 

3- Van den Bosch et al 17] 

4- Reynolds [23] 

1- Hegang et al [1] 

2- Deveugele et al [21] 

3- Van den Bosch et al 17] 

4- Reynolds [23] 

 کارانجام شده

 کارانجام شده

(dB) 

 )تعداد(
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کارهای انجام 

 شده

1 

 )هگانگ و دیگران(
2015[1] 

2 

 )دویوجل و دیگران(
2004[21] 

3 

 )وندن بوش و دیگران(
2001[17] 

4 
 )رینولدز(

1994[23] 

5 

(This Work) 

2017 

SFDR(db) 67 40 61 52 63 

 

 ده با کارهای قبلیمبدل کار انجام ش SFDRمنحنی مقایسه  9شکل 

در منحنی های رسم شده در بالا مشاهده می کنیم که هرچه تعداد کانال ها افزایش یابد توان مصرفی افزایش یافته و نیز 

به عنوان یک پارامتر دینامیکی نسبت به تعداد کانال بکار رفته و  SFDRمساحت تراشه ی مبدل نیز افزایش می یابد، مقدار 

 . ی مبدل مقدار قابل قبول نیز داردنیز سرعت بسیار بالا

 :گذشته یکارها با شده انجام کار سهیمقا

 گذشته یکارها با شده انجام کار سهیمقا: 3 جدول

2017 

This Work 

132015 

 (و دیگرانگ )هگان

142004 

 (و دیگران وجلدوی)

152001 

 (و دیگران دن بوش)ون

161994 

 ()رینولدز
 

 پروسه میکرون8 .0 میکرون 35 .0 میکرون 18 .0 میکرون 18 .0 میکرون35 .0

 فرکانس کاری مگا 320 گیگا1 مگا 250 گیگا 5 .2 گیگا 8 .2

218mw/3. 3v 1. 8mw/3. 3v 5mw/1. 8v 110mw/3v 1. 54w/5v توان 

 تعداد کانال 3 1 2 1 2

 تعداد بیت 8 10 6 14 8

63dB 67dB 40dB 61 dB 52 dB SFDR 

254mm. 0 211mm. 0 2m14m. 0 235mm. 0 2100mm مساحت 

 . به صورت مزایا و معایب زیر خلاصه می شود3نتایج جدول 

 مزایا: 

معمولا در کاربردهای فضایی وهوایی و مخابراتی  میلیارد نمونه در ثانیه (2.8عت آن بالا می باشد )رچون این مدار س -1

 . استفاده می شود

بدست آمده  63dB( که مقدارSFDR) مله رنج دینامیکی بدون خطامقدار قابل قبول پارامترهای دینامیکی مدار از ج -2

 DACکه نشان دهنده عملکرد و کیفیت مناسب بدست آمده است  dB 49.4 که مقدار SNRاست و نسبت سیگنال به نویز 

 . می باشد

 افزایش سرعت کار مبدل به حدود دو برابر به خاطر استفاده از ساختار دو کاناله  -3

 . بدل که دارای هشت بیت می باشددقت بالای کار م -4

 معایب :

 . توان مصرفی نسبتا بالایی را دارا می باشد -1

 . کندمی  افزایش مساحت تراشه به بیش از دو برابر با توجه به دو کاناله بودن مساحت زیادی را اشغال -2

 

                                                           
1- Hegang et al [1] 

2- Deveugele et al [21] 

3- Van den Bosch et al 17] 

4- Reynolds [23] 

1- Hegang et al [1] 

2- Deveugele et al [21] 

3- Van den Bosch et al 17] 

4- Reynolds [23] 

 کارانجام شده
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